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Objectifs du TP 

 

Etude d’échantillons issus du domaine de la microélectronique (transistor MOS, SiGe/Si) par 
AFM, traitement des images et analyse 
 

 

Techniques utilisées 
 

Acquisition d’image par AFM en mode contact et en mode oscillant 

Formation 
utilisatrice 

 

Ecole Nationale Supérieure de Physique de Grenoble : Filière Instrumentation 
physique pour les biotechnologies 

 

 
Présentation de 
l’instrumentation 
 

 
Etude du Si poly/Si 

- Etude de la courbe de force 
- Transformée de Fourier à 2D, Filtrage et Transformée de Fourier inverse 
- Calcul de la DSP : distance moyenne entre grains et éventuellement amas de grains 
- Rugosité Rms 

Etude du SiO2/Si 
- Mesure de la rugosité Rms 

Etude du Si vierge 
- Mesure de la rugosité Rms et comparaison avec les autres échantillons 

Etude du SiGe/Si 
             La relaxation des contraintes dans la couche apparaît sous forme d’ondulations et de    
             dislocations qui émergent à la surface (Fig. 1a). Par TF/filtrage/TF inverse, la ligne 
             correspondant à l’émergence de dislocations peut être supprimée de l’image (Fig. 1b). 

 
Fig. 1 : SiGe/Si 
 

a) avant filtrage 
 
b) après filtrage 

 

 
 

  




